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集成电路正向高速、高集成度、高可靠性、低成本和低功耗方向发展p 正在按比例缩小单元

尺寸p 因此迫切需要微细加工、薄层外延、低温浅结掺杂。微波二极管、晶体管和太阳电池也需

要突变结掺杂，浅结扩散。离子注入虽然已成为低温掺杂的重要方法，但必须解决它所引起的

晶格损伤并使注入杂质电激活。我们试图用激光掺杂来制造浅结器件，并做了两个实验。

第一个实验是涂层掺杂。用这种方法可以制造零点几微米的浅结二极管，这一结果对研

制微波二极管和浅结集成电路具有重要意义。第二个实验是用激光去退火涂层热扩散片。结

果表明p 激光退火后，高表面浓度扩散片进一步电激活，使表面掺杂浓度更高;而低表面浓度扩

散片由于激光退火时进行再分布p 使表面浓度降低3 方块电阻上升。

与离子注入相比3 激光器的价格只有离子注入机的十分之设备简单，操作容易，它们都

是低温掺杂方法p 都可以得到比热扩散更高的掺杂浓度。但激光掺杂不但不会引起晶格损伤，

反而会减少缺陷3 而且也不需要用退火来激活注入的杂质，值得在半导体器件和集成电路制造

中推广应用。
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